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1 . Le present rapport est le rapport d'examen preliminaire International, itabli par I'adminlstration chargee de Texamen 
prellmlnaire international en vertu de Tartiole 35 et transmis au deposant conformement a I'article 36. 
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3. Ce rapport est accompagn§ d'ANNEXES, qui connprennent : 

a. 13 un total de (envoyees au deposant et au Bureau international) 6 feuilles, definies comnne suit : 

IS les feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont et§ modifiees et qui servent de base 
au present rapport ou des feuilles contenant des rectifications autorisees par la presente administration (voir 
la regie 70.1 6 et instruction administrative 607). 

□ des feuilles qui remplacent des feuilles prec6dentes, mais dont la presente administration considere qu'elles 
contiennent une modification qui va au-dela de Texpose de Tinvention qui figure dans la demande 
intemationale telle qu'elle a 6t§ deposee, comme II est indique au point 4 du cadre n° I et dans le cadre 
supplementaire. 

b. □ (envoySes au Bureau international seulement) un total de (preciser le type et le nombre de support(s) 

§lectronique(s)) , qui contiennent un listage de la ou des sequences ou un ou des tableaux y relatifs, deposes 
sous fonme electronique seulement, comme il est indiqu6 dans le cadre supplementaire reiatif au listage de la ou 
des sequences (voir I'lnstruction administrative 802). 
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SUR LA BREVETABILITE 



Demande intemationale n** 
PCTyFR2004y050632 



Case No. I Base du rapport ^ 

1 . En ce qui conceme la langue, le present rapport est etabli sur la base de la dennande intemationale dans la 
langue dans laquelle elle a et6 d6pos6e, sauf indication contraire donnee sous ce point. 

□ Le present rapport est etabli sur la base de traductions realisees a partir de la langue rforigine dans la 
langue suivante ,qui est la langue d'une traduction remise aux fins de : 

□ la recherche Internationale (selon les regies 12.3 et 23.1. b)) 

□ la publication de la demande Internationale (selon la regie 12.4) 

□ I'examen preliminaire International (selon la regie 55.2 ou 55.3) 

2. En ce qui concerne les elements* de la demande intemationale, le present rapport est etabli sur la base des 
Elements suivants {les feuilles de remplacement qui ont ete remises a I'office recepteur en reponse a une 
invitation faite conformement a I'article 14 sont considerees dans le present rapport comme "initialement 
d6pos6es" et ne sont pas jointes en annexe au rapport.) : 



Description, Pages 

1-15 telles qu'initlalement d^posees 

Revendications, No. 

1 -29 regue(s) le 23.12.2005 avec lettre du 23.1 2.2005 

Dessins, Feuilles 

1 ^-siS telles qu'initialement deposees 

□ En ce qui concerne un listage de la ou des sequences ou un ou des tableaux y relatifs, voir le cadre 
supplementaire relatif au listage de la ou des sequences. 

3. □ Les modifications ont entraine I'annulation : 

□ de la description, pages 

□ des revendications, nos 

□ des dessins, feulllesyfig. 

□ du listage de la ou des sequences (preciser) : 

□ d'un ou de tous les tableaux relatifs au listage de la ou des sequences (preciser) : 

4. □ Le present rapport a ete etabli abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont ete considerees 
comme allant au-del& de TexposS de invention tel qu'il a 6t§ depose, comme il est indique dans le cadre 
supplementaire (regie 70.2.c)). 

□ de la description, pages 

□ des revendications, nos 

□ des dessins, feuilles/Fig. 

□ du listage de la ou des sequences (preciser) : 

□ d'un ou de tous les tableaux relatifs au listage de la ou des s6quences (preciser) : 

* si le cas visS au point 4 s 'applique^ certaines ou toutes ces feuilles peuvent 
Stre revStues de la mention "ren^lace" . 
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Cadre n*' V Declaration motivee selon rarticle 35(2) quant a la nouveaute, Tactivite inventive et la 
possibillte d'appiication Industrielie; citations et explications a I'appui de cette declaration 

1. Declaration 
Nouveaute 

Activit§ inventive 



Oui: 


Revendications 


1-29 


Non: 


Revendications 




Oui: 


Revendications 


1-29 


Non: 


Revendications 




Oui: 


Revendications 


1-29 


Non: 


Revendications 





2. Citations et explications (regie 70.7) 
voir feuille separee 



Cadre n** VII Irregularites dans la demande intemationale 



Les irr6guiarites suivantes, concernant la fonme ou le contenu de la demande internationale, ont et6 constatees 
voir feuille separee 



Cadre n** VIII Observations relatives a lia demande internationale 



Les observations suivantes sont faites au sujet de la clarte des revendications, de la description et des dessins et 
de la question de savoir si les revendications se fondent enti&rement sur la description : 

voir feuille separee 
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Concernant le point V 

Declaration motivee quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibilite 
d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 



1 . II est fait reference au document suivant: 

D1: US-A-5 973 444 
D2: FR-A-2 829 873 
D3: EP-A-0 951 047 
D4: US-A-5 559 389 
D5: WO-A-99/23680 
D6: US-B1-6 465 132 
D7: US-A-2003/1 43398 

D8: XP 12048750, Davydov et al., Journal of Applied Physics, vol. 86, no. 7, pages 
3983 - 3987 

2. Remarque 

Pour r6aliser les nanotubes, la temperature de depot est typiquement de 500°C (cf. 
la description pr^sente, page 9, lignes 3 a 18; cf. D1 , colonne 9, lignes 3 a 13: 300°C 
a environ 1 200°C; cf . aussi D6, la colonne 1 0, lignes 1 2 a 65). Pour une temperature 
de 450°C a 750°C (a haute temperature), un alliage npn catalytique est fomne entre 
une couche de materiau catalyseur et une couche d'un materiau conducteur ne 
catalysant pas la fomnation d'electrons (cf. D1, colonne 15, ligne 60 a colonne 16, 
ligne 10; colonne 19, lignes 54 k 67; colonne 10, lignes 9 k 25; cf. aussi D2, page 9, 
lignes 15 a 35). Selon la Revendication 1 pr6sente, le dispositif a Emission de 
champs doit comporter une couche conductrice, dite couche de grille, comportant au 
moins une couche de materiau catalyseur de la formation des emetteurs d'electrons 
et au moins une couche d'un materiau conducteur ne catalysant pas la formation des 
Emetteurs d'electrons. 

3. Nouveaut6 (I'article 33 (2) PCT) 
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3.1 Le document D1 decrit les caracteristiques suivantes (les references s'appllquent a 
ce document; cf. colonne 15, ligne 60 a colonne 16, ligne 10; la figure 4): couche 
d'un materiau ne catalysant pas la formation 73; couche de materiau catalyseur 77; 
cathode 78; couche isolante 71 ; deuxieme couche isolante 74 (cf. aussi D5, page 13, 
lignes 20 a 23: couche isolante est couche de resine photosensible)). La couche 
isolante 71 de la figure 4 comporte seulement une zone ouverte. 

D1 ensigne (cf. colonne 18, lignes 34 k 67; la figure 10) une couche isolante 307 
comportant des zones ouvertes en utiiisant les precedes precedents. 

D1 ne decrit pas une couche isolante poreuse, comportant des zones ouvertes, qui 
sent des pores de cette couche. 

Un but de D1 est de proposer une densite elevee d'emetteurs (cf. colonne 3, lignes 
19 a 23). 

3.2 D2 decrit une grille 5, 51 . qui ne comporte pas une couche de materiau catalyseur. 

3.3 D3 ne decrit pas une grille comportant au moins une couche de materiau catalyseur 
(cf. les alineas 0158 a 0160, la figure 26). 

3.4 D4 decrit une grille 46, qui ne comporte pas une couche de materiau catalyseur (cf. 
la colonne 6, lignes 14 a 21). 

3.5 D5 decrit une grille 1 6, qui ne comporte pas une couche de materiau catalyseur (cf. 
la page 13, lignes 15 a 19). 

3.6 D6 ne decrit pas une couche isolante poreuse (cf. la colonne 12, lignes 57 a 62: 
alumine; colonne 12, lignes 11 a 55: la grille 91 comprend Cu, Cr, Ni, Mb, Mo, W ou 
des arttfages). 

3.7 D7 decrit une grille 1 1 , qui ne comporte pas une couche de materiau catalyseur (cf. 
les figures 7, 37; les alineas 0184, 0185, 0194, 0252, 0264, 0279). 
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3.8 D8 d^crlt une grille (cf. page 3984, colonne de gauche, le dernier alinea; la figure 4), 
qui ne comporte pas une couche de mat^riau catalyseur. 

D8 utilise aussi un angle d'incidence pour le depot de la couche de grille pour eviter 
un rebouchage des pores (cf. page 3983, colonne de droite, troisieme alinea; page 
3986, colonne de gauche, premier alin§a). 

3.9 Par consequent, I'objet des Revendlcations 1 a 29 est nouveau. 
4. Activite inventive (I'artlcle 33 (3) PCT) 

4.1 Le document D1 est considere comme etant I'etat de la technique le plus proche de 
I'objet des revendlcations 1,11,14 (cf. le point 3.1 ci-dessus). 

L'objet des revendlcations 1,11,14 diffdre en substance d'un object du document D1 
en ce que la couche isotante est poreuse, comportant des zones ouvertes, qui sent 
des pores de cette couche. 

Le probleme que la pr^sente invention se propose de resoudre peut done §tre 
consider^ comme pemnettre de supprimer toute etape de llthographie pour la 
realisation d'un dispositif a Emission de champ (cf. la description pr§sente, page 3, 
Iignes6a10et20a22). 

La solution de ce probleme proposee dans les revendication 1 , 1 1 , 14 de la presente 
demande (couche isolante entre grille et cathode, ou masque de gravure) est 
consideree comme impliquant une activite inventive (article 33(3) PCT), et ce pour 
les raisons suivantes: 

D1 utilise au moins une etape de lithographie (cf. le photoresist 74; colonne 15, ligne 
60 a colonne 16, ligne 10: d's&crd, te-trsafsfe de grille 73 est gravee, puis la couche 
de materiau catalyseur 77 est deposee, enfin les emetteurs d'electrons sont fornies. 

De plus, D1 propose un precede selon D2 (cf. colonne 16, lignes 25 a 44: la grille 83 
ne comporte pas une couche de materiau catalyseur), pour permettre plus de 
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flexibility. 

D8 utilise d'abord un depot electrochimique d'un materiau catalyseur dans les pores, 
puis la formation d'ennetteurs d'electrons et enfin la formation d'une couche de grille 
d'un materiau conducteur ne catalysant (cf. page 3983. colonne de droite, le dernier 
alinea a page 3984, colonne de droite, deuxifeme alinea; cf. aussi D3, alin6as 158 k 
180: pas de couche de grille d'un mat6riau conducteur; cf. aussi D7, alin^as 0007 h 
0013: des problemes causes par le materiau catalyseur utilise par D8). 

La couche de grille de D8 ne comporte pas une couche de materiau catalyseur, et 
tous les exemples de D1 utilisent au moins une etape de lithographie. Pour ces 
raisons, I'objet des revendications 1 , 1 1 , 14 ne decoule pas d'une mani^re evidente 
d'une combinaison des documents D1 et D8. 

L'invention pr^sente utilise d'abord une couche isolante poreuse, puis la fomiation de 
la couche de grille comportant au moins une couche de materiau catalyseur de la 
formation des emetteurs d'electrons et au moins une couche d'un materiau 
conducteur ne catalysant pas la formation des emetteurs d'electrons, enfin la 
formation d'emetteurs d'electrons. Une etape de lithographie n'est pas necessaire. 

4.2 Les revendications 2 ^ 1 0, 1 2, 1 3, 1 5 a 29 dependent des revendications 1,11,14, 
respectivement, et satisfont done 6galement, en tant que telles, aux conditions 
requises par le PCT en ce qui conceme la nouveaut6 et I'activite inventive. 



Concernant le point VII 

Certaines irregularites relevees dans la demande internationale 

1 . Les unites de poids/de mesure/de/temperature ("mtorr") utilisees a la page 9 n'est 
pas exprimee/s en plus dans les unites visees a la regie 10.1/a)/et/b) PCT. 

2. Contrairement a ce qu'exige la regie 5.1 a) ii) PCT, la description n'indique pas I'etat 
de la technique anterieure pertinent expose dans les documents D1 h D4, D6 k D8 et 
ne cite pas ces documents. 
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Concernant »e point VIII 

Certalnes observations relatives a la demande Internationale 

1 . Les modes de realisation de I'invention d^crits representes dans les figures 4, 7 a 9 
ne sont pas couverts par les revendications. Ce defaut de concordance entre les 
revendications et la description laisse planer un doute sur I'objet pour lequel une 
protection est demandee. Les revendications ne sont done pas claires (article 6 
PCT). 

2. La Revendication 25 n'est pas claire. Les emetteurs d'electrons sont obtenus par 
depdt electrochimique d'un metal emissif et sont en carbone (cf. la Revendication 24; 
cf . la Revendication 1 7 de la demande nationale anterieure: selon I'une des 
revendications 11a 14). 
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REVENDICATXONS 

1. Dispositif a emission de champs, 

comportant : 
5 - une cathode (22, 30), 

- une couche isolante (26, 36) poreuse, 
comportant des zones ouvertes (40), qui sont des pores 
de cette couche, 

- une couche (28, 38, 48) conduct rice, dite 
10 couche de grille, comportant au moins une couche (45) 

de materiau catalyseur de la formation des emetteurs 
d' electrons et au moins une couche (48) d' un materiau 
conducteur ne catalysant pas la formation des emetteurs 
d' electrons, 

15 - des emetteurs (29) d' electrons, dans des 

zones ouvertes (40) de la couche isolante et de la 
couche de grille, 

2. Dispositif selon la revendication 1, 
20 une couche resistive (24, 32) etant disposee entre la 

cathode et la couche isolante. 

3* Dispositif selon I'une des 

revendications 1 ou 2, les emetteurs d' electrons etant 
25 constitues de nanotubes (29) ou de nanofibres. 

4. Dispositif selon I'une des 

revendications 1 ^ 3, les emetteurs d' Electrons etant 
en carbone. 

30 
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5. Dispositif selon I'une des 

revendications la 3, les emetteurs d' Electrons etant 
en un materiau metallique. 

5 6. Dispositif selon la revendication 5, 

les emetteurs d' electrons etant en molybdene ou en 
palladium. 

7. Dispositif selon I'une des 
10 revendications 1^3, les emetteurs d' electrons etant 

en materiau emissif semi-conducteur . 

8. Dispositif selon la revendication 7, les 
Emetteurs d' electrons etant en silicium. 

15 

9. Dispositif selon I'une des 
revendications 1 a 8, la couche isolante etant en 
alumine. 

20 10. Dispositif selon I'une des 

revendications 1 a 9^ les zones ouvertes ou les pores 
ayant un diametre compris entre 5 nm et 25 nm. 

11. Precede de realisation d'un dispositif 
25 a emission de champ, comportant : 

- la formation d'une cathode (22, 30), 

- la formation d'une couche isolante 
(26, 36) poreuse, comportant des zones ouvertes (40) 
qui sont des pores dans cette couche, 

30 - la formation d'une couche (28, 38, 48) 

conductrice, dite couche de grille, comportant au moins 
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10 
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une couche (45) de materiau catalyseur de la formation 
des emetteurs d' electrons et au moins une couche (48) 
d'un materiau conducteur ne catalysant pas la formation 
des Emetteurs d' Electrons, 

- la formation d'6metteurs d' electrons (29) 
dans les zones ouvertes de la couche isolante et de la 
couche de grille. 

12. Proc6de selon la revendication 11, 
comportant en outre la formation d'une couche resistive 
(24,32), entre la cathode et la couche isolante. 

13. Precede selon la revendication 12, la" 
couche resistive 6tant en silicium amorphe. 



14. Precede de realisation d'un dispositif 
^ emission de champ, comportant : 

- la formation d'une cathode (122, 222, 

322), 

^° ~ 1^ formation d'une premiere couche 

isolante poreuse (234, 224, 324), puis d'une couche de 
grille (128, 228, 328), 

- la formation d'une deuxieme couche 
^ isolante (126, 226, 326), poreuse, et de zones ouvertes 

(140, 240, 349) dans cette deuxieme couche isolante, 
les zones ouvertes etant des pores de cette couche, 

- la gravure de la couche de grille et de 
la premiere couche isolante, a travers des zones 
ouvertes de la deuxieme couche isolante (126, 226, 

30 326), 
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- la formation d' emetteurs d' electrons, sur 
des zones de catalyseur, apparentes au fond des zones 
gravees de la premiere couche isolante. 

15. Proc6de salon la revendication 14, 
comportant la formation d'une couche (134) de 
catalyseur, pr^alablement a la formation de la premiere 
couche isolante (124) . 

16. Proc6d6 selon la revendication 15, 
comportant 1' Elimination de la deuxi6me couche isolante 
(126), avant ou apres formation d' Emetteurs 
d' electrons. 

17. ProcEde selon la revendi cat ions 14, 
comportant un dep6t, au moins dans les zones gravees 
(240, 340) de la premiere couche isolante, d'un 

materiau (244, 344) catalyseur, apres gravure de la 
couche de grille (228, 328) et de la premiere couche 
20 isolante (224, 324). 



25 
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18. Proc6d6 selon la revendication 17, 
comportant en outre 1' elimination de la deuxieme couche 
isolante (226), aprds dEpdt du matEriau catalyseur. 

19. Precede selon la revendication 17, 
comportant en outre 1' Elimination de la deuxieme couche 
isolante (326), avant depot du materiau catalyseur 
(332), puis le dep6t de ce dernier dans les zones 
gravEes de la premiere couche isolante (324) et sur des 
zones non gravees de la grille (328). 
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20. Procede selon la revendication 19, 
comportant en outre la formation d' une couche 
metallique (330) sur la couche de catalyseur (332) 
deposee sur la grille. 

5 

21. Procede selon I'une des revendications 
14 A 20, une couche resistive, par exemple en silicium 
amorphe, etant disposee sur la cathode (122, 222, 322) . 

10 22. Procede selon I'une des revendications 

11 k 21, les emetteurs etant des nanotubes ou des 
nanof ibres . 

23. Proced6 selon la revendication 22, les 
15 nanotubes etant obtenus par croissance catalytique pure 

ou avec plasma RF. 

24. Procede selon I'une des revendications 
22 ou 23, les emetteurs etant en carbone. 

20 

25. Procede selon I'une des revendications 
11 ^ 24, les Emetteurs d' electrons etant obtenus par 
depot electrochimique d' un metal emissif. 

25 26.. Procede selon I'une des revendications 

11 ^ 25, la couche isolante, ou la deuxi^me couche 
isolante, etant r6alisee ^ partir d'une couche en 
aluminium. 
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27. Procede selon la revendication 26, les 
zones ouvertes ou les pores etant realises par 
anodisation de la couche d' aluminium. 

28. Procede selon I'une des revendications 
11 a 27, la cathode etant en nitrure de titane (TIN), 
ou en molybdene, ou en chrome^ ou en nitrure de tantale 
(TaN) . 

29. Procede selon I'une des revendications 
11 a 28, le catalyseur etant en Nickel, ou en fer, ou 
en cobalt, ou en un oxyde de ces materiaux. 
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